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1.(A) TData dinda Silikon tipe IN 4000 (V = 0,850 volt)
No. T°C I (200 uA) 1/T ¥ in I
1 30 0,3 0,003300 - 9,721
2 35 0,6 0,003247 - 9,028
3 40 1,0 0,003195 - 8,517
5 45 1,5 0,003145 - 8,112
5 50 1,8 0,003096 - 7,929
7 60 3,2 0,003003 - 7.354
8 65 3,8 0,002959 —- 6,949
9 70 641 0.002915 - 6,709
10 75 7.3 0,002874 - 6.529
11 80 10,2 0,002833 - 6,195
12 85 13,4 0,002793 - 5,922
13 90 16,9 0,002755 - 5,490
14 95 21,4 Q,002717 - 5,454
15 100 26,0 0,002681 - 5,259
E, = 1,168 + 0,032 eV

- 0,995

1.(B) Data dioda Silikon tipe 1IN 4000 (V = 0,450 volt)
No. T°c 1 (200 pA) /7T K “ in I
1 30 0,2 0,003300 -10,127
2 35 0.4 0,003247 - 2,533
3 40 0,6 0,003195 - 9,028
4 145 1,0 0,003145 - 8,517
S 50 1,3 0,003096 - 8,255
& 55 1,7 0,003049 - 7,987
7 &0 2,4 0 ,003003 — 7.642
8 &5 3,9 0,002959 - 7,156
9 70 5,4 0,002915 - 6,831
10 75 6,5 0,002874 - 6,645
1 80 7,8 ¢,002833 - 6,863
12 85 10,5 - 0,002793 - 6,166
13 9O 12,2 T 0,002755 - 4,016
14 95 13,0 0,002717 - 5,952
15 100 13,5 0,002681 - 5,843
Eg = 1,184 * 0,047 eV

- 0,990




2.(A)

I

Data dioda Silikon tipe 1N #8001 (V =

- 0,996

Data dioda Silikon tipe iIN 3000 {(V = ¢,4550 voli)
No. T°c 1 (200 pA) 1/7 K in I
1 30 0,3 0,003300 9,721
2 35 0,5 0,003247 9,210
3 40 0,9 0,003195 8,623
4 45 1.4 0,003145 8.181
- .20 1.8 L QL,003096 11929
b 55 2.6 0,003049 7 .562
7 &0 3.2 0,003003 7,354
8 65 3,6 0,002959 5,991
9 70 5,9 0,002915 6,782
10 75 7.3 0,002874 6,529
11 80 9,2 0,002833 6,298
12 85 11,8 0,002793 6,049
13 Q. 17.3 0,002755 5,666
14 95 21 .4 0,002717 5,454
15 100 25,9 0,002681 5,263
Eg = 1,186 * 0,004 eV

0,450 volt)

- 0,998

No. TC I {200 un) 1/7 K in I
1 30 0,3 0,003300 721
2 33 0,4 0,003247 7,433
3 40 Q,6 0,003195 7,028
& 43 0,8 0,003145 8.740
b 30 1,1 O, 003096 8,422
6 55 1,5 0,.003049 8,112
7 &0 1.8 0, 003003 7.929
8 &3 2,8 0,002959 7 . 488
I 70 3,R G,002715 7,156

10 73 5,2 0,002874 6,869

i1 - 80 7.3 0,002833 6,529,

12 85 F.7 0,002793 65,245

13 0 10,8 0,002755 6,138

14 . IS5 12,9 0,002717 5,991

15 100 15,5 0,002681 5,776

B, = 1,141+ 0,020 eV
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Z2.(B) Data dioda Siltikon tipe 1IN 4001 (V = 0,450 volt)

No. % I (200 pA) 1/T K In 1
1 30 0.3 0,003300 9,721
2 35 0,4 0,003247 9,433
3 40 0,6 0,003195 9,028
4 45 0,8 0,003145 9,740
b 55 1,3 0,00304% 8,255
7 &0 1,7 0,003003 7,987
8 65 2,4 0,002959 7,642
9 70 3,3 0,002915 7,323

10 75 4,0 0,002874 " 7,131

11 80 4,8 0,002833 &,949

12 a5 &,6 0,002793 6,630

13 90 8,5 0,002755 6,377

14 95 10,4 0,002717 6,175

15 100 13,86 0,002681 5,907

Eg = 1,050 £ 0,011 eV

- 0,999

2.(C) Data dicda Silikon tipe 1IN 4001 (V = 0,450 volt)

No. °C I (200 uA) 1/T K In I
1 30 0,3 0,003300 9,721
2 35 0,4 0,003247 9,433
3 40 0,8 0,003195 9,028
r. S 45 o,8 0,003145 8,740
5 50 1,0 0,003096 8,517
6 55 1,4 0,003049 8,181
7 &0 1,9 0,003003 7,875
8 865 2,8 Q,002959 7,488
9 70 3,6 0,002915 7,236
10 75 4,8 ©,002874 5,949
- 11 - 80 - 6,5 0,002833 6,645
12 85 8,6 0,002793 6,365
13 50 10,9 0,002755 6,128
14 95 12,1 0,002717 6,024
15 100 15,1 0,002&81 5,871
Eg = 1,128 + 0,017 eV

- 0,999
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3.(68) Data dioda Silikon tipe 1IN 4002 (V = 0,450 volt)

No. % I (200 pA) 1/7 K In I
1 30 0,2 0,003300 -10,127
2 3 0,3 G,003247 - 9,721
3 40 0,4 0,003195 ~ 9,433
4 45 0,6 0,003145 - 9,028
5 50 0.8 0,003096 - 8,740
L6 85 1,1 0,003049 = - 8,422
7 &0 1,3 0,003003 - 8,255
8 65 2,0 0 ,002959 - 7.824
9 70 2,9 0,002915 -~ 7,452
10 75 3,5 0,002874 ~ 7,264
11 80 4,4 0,002833 - 7,036
12 85 6,5 0,002793 ~ 6,645
13 90 8,3 0,00275% —- 6,801
14 95 10,3 ©0,002717 - 6,185
15 100 11,1 0,002681 — 6,110

E, = 1,189 * 0,016 ev

r o= - 0,999

Z.(B) Data dioda Silikon tipe iN 4002 (V = 0,450 volt)

No . T% I (200pA) /T K in I
1 30 0,3 0,003300 - 9,721
T2 35 0,6 0,003247 - 9,028
3 30 0,9 0,003195 - 8,622
- 4 45 1,5 0,003145 - 8,112
S 50 2.4 ©,003096 — 7.b642
& 55 3,4 0,003049 - 7,293
7 &0 4,9 0,003003 - 6,928
8 &3 &,7 0,002959 ~ 6,615
9 70 7.8 0,002915 - 6,863
10 75 12,7 0,002874 - 5,97¢&
11 80 14.9 0.002833 - 5,816
12 85 _ 17,7 0,002793 - - 5,644
13 - 90 19,1 0,002755 - 5,567
i4 95 21,5 0,002717 - 5,449
15 100 24,1 0,002681 - 5,335

Eg = 1,211 £ 0,060 &V

r = - 0,984




3.(C)

4-(A)

Data dioda Silikon tipe 1IN 4002 (V = 0,450

63

- 0,996

volt)
No . T°C I (200uA) /T K In I
1 30 0,3 0,003300 9,721
2 35 0,4 0,003247 9,433
3 40 0,7 0,003195 8,874
4 45 1,0 0,003145 8,157
5 50 1,6 0,003096 8,047
6 55 2,0 0,003049 7,824
7 &0 3,2 0,003003 7,354
8 &5 4,5 0,002959 7,013
9 70 5,5 0,002915 6,812
10 75 6,2 0,002874 6,693
11 80 8,2 0,002833 6,413
12 85 10,6 0,002793 6,156
i3 90 11,6 0,002755 6,066
14 95 14,7 0,.002717 5,829
15 100 19,0 0,0024681 5,573
g = 1,130 & 0,007 eV
= - 0,991
Data dioda Silikon tipe 1IN 4003 (V = {4,450 volt}
No. T™°C I (200 pA) 1/T K In I
1 30 0,3 0,003300 - 9,721
Z 35 0,5 0.003247 - 9,210
3 50 0,7 0,003195 - g,874
4 45 ¢, ©,003145 - 8,823
5 50 1,1 0,0030956 - 8,422
& 55 1,5 0,003049 ~ 8,112
7 &0 1,9 0,003003 -~ 7,875
8 65 2.4 0,002959 - 7,642
9 70 3,9 0,002715 - 7,156
10 75 4,5 0,002874 - 7,013
11 80 6,1 0,002833 - 6,709
12 85 8,2 0,002793 - 6,813
13 20 12,4 0,002755 - 5,999
13 95 16,7 0,002717 - 5,702
15 100 21,8 0,002681 - 5,435
egr= 1,145 £ 0,024 eV
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4.(B) Data dioda Silikon tipe 1IN 4003 (V

0,450 volt)

No . % I (200 uA) 1/T K n I
1 30 0.3 0,003300 - 9,721
2 35 0,5 0,003247 - 9,210
3 30 0,8 0,003195 - 8,740
4 45 1,0 0,003145 - 8,517
5 50 1,5 0,003096 - 8,112
Y 55 2,5 - 0,003049 - 7,601
7 &0 3.2 0,003003 ~ 7.358 |
8 65 4,1 0,007959 - 7,016
9 70 65,0 0,002915 - 6,725
10 5 7.1 0,002874 - &£,5857
11 80 8.9 0,002833 - 6,331
12 s 10,1 0,002793 — 5,205
13 90 12,7 0.002755 - 5,976
14 95 16,3 Q,002717 -~ 5,726
15 100 18,72 0,002681 — S.616

E, = 1.134 % 0,035 eV

ro= — 0,994

4.(C)Y Data dioda Silikon tipe 1IN 4003 (V = (,450 velt)

No. 1% I (200 uA) /T K In I
1 30 0.3 0,003300 - 9,721
2 35 Q,4 0,003247 - 9,433
3 - 40 0,6 0,003195 - 9,028
5 5 ©,8 0,003145 - 8,786
5 S0 1,1 0,003096 - 8,822
6 55 1.7 0.,003049 - 7.987
7 60 2.7 0,003003 - 7,729
8 65 3,0 0,002959 - 7.419
9 70 4,3 0,002915 - 7,059

10 75 46,0 0,002874 - 6,725

11 80 7.2 0,002833 - 6,943 -

12 . - @8s 8,5 0,002793 - 6,377

13 20 11,1 0,002755 < 6,110

14 25 14,8 0,002717 - 5,823

15 100 17,5 0,0024&81 - 5,455

Eg = 1,160 + 0,022 eV

r = — 0,919
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5.¢A) Data dioda Silikon tipe 1IN 4004 (V = 0,450 volt)
No. %% I (200 uA) /7 K in I
1 30 0,3 0,003300 - 9,721
2 35 0,4 0,003247 - 9,433
3 40 0,6 0,003195 - 9,028
4 as 0,8 0,003145 - 8,730
5 50 1,0 0,003096 - 8,517
& ‘55 £,5 0,003049 - — 8,112
7 &0 2,1 0,003003 - 7.775
8 &5 3,0 0,002959 ~ 7.619
9 70 4,0 0,002915 - 7,131
10 75 5,2 0,002874 — 6,869
11 80 6,5 0,002833 ~ 5,685
12 85 8,0 0,002793 - 6,438
13 90 9,8 0,002755 — &,235
14 g5 11,8 0,002717 — 6,049
15 100 14,2 0,002681 - 5,864
g, = 1.108 + 0,018 eV
r = - 0,998

5.(B) Data dioda Silikon tipe 1N 4004 (V = 0,450 volt)

No. °c I (200 uf) 1/7 K in 1
1 30 0.2 0,003300 ~10.127
2 35 0,3 0,003247 - 9,721
3 40 0,4 0,003195 - 9.433
4 45 0,86 0,003145 - 9,028
5 S0 1,0 0,003096 - 8,517
& 55 1.4 0,.003049 - 8,181
7 &0 1,9 0 ,003003 —~ 7.875
8 65 2,6 0,00295% - 7,562
9 70 3,5 0,002915 - 7,264

10 75 5,2 0,002874 - 6,869

i3 a0 6,0 . 0,002833 - 6,725

12 85 7,0 0,002793 - 6,571

13 90 8,0 0,002755 - 6,438

i4 - 95 9,0 0,002717 = - 6,320

15 100 10,3 0,002681 - 6,185

Eg = 1,144 + 0,041 eV

o= - 0,992
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s.(C) Data dioda Siiikon tipe iN 4004 {V = 0,350 voli)

No . 1% 1 (200 uA) /T K in I
1 30 0,2 0,003300 -10,127
2 35 0,4 0,003247 - 9,433
3 40 0,7 0,003195 - 8,874
5 35 1,2 0,003145 - 8,335
5 .50 1,6 0,003096 - B,047
6 55 2,4 0,003049 — 7,642 |
7 60 3,1 0,003003 - 7,386
8 &5 3,9 0,002959 - 7,156
9 70 4,7 0,002915 - 6,970
10 75 5,6 0,002874 - 6,794
11 80 6,8 0,002833 - 6,677
12 as 7.2 0,002793 - 6,543
13 90 8,5 0,002755 - 6,377
14 95 12,3 0,002717 - 6,008
15 100 14,6 0,002681 - 5,836

E, = 1,078 * 0,062 eV

r = - Q,97%

6.(A)} Data dioda Silikon tipe 1IN 40035 (V = 0,450 volt)

No. % I (200 uA) /T K in I
1 30 0,3 0 ,003300 - 9.721
2 35 0,5 0,003247 - 9,210
3 40 0,7 0,003195 - 8,874
4 45 0,9 0,003145 - 8,623
5 50 1,2 0,003096 - 8,335
o 55 1.8 0,003049 - 7,929
7 &0 3,0 0,003003 — 7.419
8 65 4,2 0,002959 - 7,082
9 70 5,6 0,002915 - 6,794
10 75 7,1 0,002874 - &,557

11 80 8,0 0,002833 - 6,838

12 as 9,4 0,002793 ~ 6,276

13 0 12,1 0,002755 - 6,024
14 95 14,9 0,002717 - 5,816
15 100 L 17,8 0,002681 = 5,655

Ey = 1.143 * 0,005 eV

ro= - 0,994
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&6.(B) Data dioda Silikon tipe 1IN 4005 (V = 0,450 volt)
No. 1% I (200uR) 1/T K in I
1 30 0.2 0,003300 -10,127
2 35 0,3 0,003247 - 9,721
3 40 0,4 0,003195 - 9,433
4 45 0,S 0,003145 - 9,210
5 50 0,7 0,003096 - 8,874
&6 55 1,0 . 0,003049 -.8,517 |
7 60 1,6 0,003003 -'8,087
8 65 2,5 0,002959 - 7,684
9 70 3,5 0,002915 - 7.264
10 75 5,0 0,002874 - 6,908
11 80 6,5 0,002833 - 6,645
12 85 7,3 0,002793 - £,529
13 90 8,0 0,002755 - 5,438
14 95 9.6 0, 002717 - &,255
15 100 11,8 0,0024681 ~ 6,089
E, = 1,208 £ 0,037 ev
ro= - 0,994
&£.(C) Data dioda Silikon tipe IN 4005 (V = 0,450 volt)
No. ™™ T (200uA) 1/7 K 1n I
1 30 0,3 0,003300 - 9,721
2 35 0,5 0,003247 - 9,433
3 . 40 0,7 0,003195 - 8,874
4 45 1.1 0,003145 - 8,157
5 SO 1.8 0,0030%94 - 8,047
& 55 2,7 0,003049 - 7,824
7 &0 4,3 0,003003 - 7,354
8 &5 5.6 0,002959 - 7.013
9 70 7.7 0,002915 - 5,812
10 75 9,3 0,002874 - 6,693
11 20 11,4 0,002833 - 6,413
12 85 13,6 0,002793 - 6,156
13 90 15,4 0,002755 - 6,066
14 95 16,1 0,002717 - 5,829
15 100 20,2 0,002691 - 5,573
€, = 1,189 x 0,058 &V

- 0,986
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7.(A) Data dioda Silikon tipe IN 8006 (¥ = 0,450 volt)
No. °c I (200 pA) /T K in I
1 0 0.3 0, 003300 - 9,721
2 35 0.6 0,003247 - 9,028
3 40 0.9 0,003195 - 8,623
a 35 1.4 0,003145 - 8,181
5 50 2,1 0,003096 - 7.775
6 55 2.8 0,003049 - 7.488
. &G B T 0,003003 — Ty 209 |-
8 65 4,9 0,002959 - 6,928
9 70 6.3 0,002915 - 6,677
10 75 8.4 0,002874 - 6,389
11 80 10,8 0.002833 - 6,196
12 85 12.6 0,002793 - 5,983
13 90 18.8 0,002755 - 5,583
14 35 22,8 0.002717 - 5,390
5 100 27.7 0,002681 - 5,196
E = 1,191 & 0,032 eV
roo= - 0,995
7.{B) Data dioda Silikon tipe 1IN 4006 (V = 0,450 volt)

No . T°C I (200 uA) 1/7T ¥ in I
1 30 0,3 0,003300 - 9,721
2 35 0,6 0,003287 - 9,028
3 40 0.9 Q,003195 - 8,623
4 45 1.2 0,003145 - 8,335
5 S0 1,5 0, 003098 - 8,112
& 5% 2,3 Q,003047 - 7,684
7 60 3.5 0, 003003 - 7.264
a8 &5 4,9 0,002959 - 6,928
9 70 7.3 0.,002915 - 6,529
10 75 9,2 0,002874 - 6,298
11 ac 10,3 0 ,002833 - 6,185
12 a8s - 12,5 0,00279% - 5,991 -
13 -90 15.8 -0,002755 - 8,757
14 95 20,1 0,002717 - 5,516
15 100 23,3 0,002681 - 5,369
Eyg = 1,186 % 0,035 ev
ro= - 0,994




7.(C) Data dioda Silikon tipe 1IN 4006 (V = 0,450 vnlti)

No. 7% I {200 pA) 1/T K in I
1 30 0,4 0,003300 - 9,433
2 35 0,6 0,003247 - 9,028
3 40 0.8 0,003195 - 8,740
4 45 1,0 0,003145 - 8,517
5 S0 1.4 0,003096 - 8,181
- & -t 2,0 Q003049 = 7,824
7 60 3,2 0, 003003 ~- 7,354
8 65 4.5 0,002959 - 7,013
9 70 5,2 0,002915 - 6,863
10 75 8,1 0,002874 - 6,42
11 80 11,2 0,002833 ~- 6,101
12 a5 13,2 0,002793 - 5,937
3 20 16,3 0,002755 - 5,726
14 95 72,1 0.,002717 = — 5,422
15 100 26,72 0,002681 - 5,251
E, = 1,198 * 0,020 eV
r = — Q,3998B

8.(A} Data dioda Silikon tipe 1IN 4007 (V = 0,450 volt)

O

No . T°C I (200 ufA) /7 K in I
i 30 0.2 0, 003300 -10,127
2 35 0,4 0,003247 - 9,433
3 40 0,7 0,003195 - 8,874 -
4 45 0,9 0,003145 - 8,622
5 S0 1.5 0,003096 - 89,1172
& 55 2.2 0,003049 — 7,729
7 &0 2.6 G,003003 — 7,562
8 &5 3.6 0,002959 - 7,236
9 70 4,5 0,002915 — 7,013
10 75 5,3 0,002874 - 4,849
11 80 6,0 0,002833 - 6,725
17 85. 8,1 0,002793 - 6,425
13 90 10,6 0,002755 - 6,156
14 95 13,0 0,002717 - 5,952
15 100 17.2 ) 0,002&81 - 85,672
Eg = 1.137 % 0,045 eV

r = - 0,99%




8.4{C)

70

- 0,994

Dtz dicda Siliken tipe 1M 4007 (VW = 0,430 volt)
No. 7% I {200uf) /T K 1n I
1 30 0,2 0,003300 -10,127
2 35 0,3 0,0032487 - 9,721
3 40 (O 0, 003135 - 7,433
4 45 0,7 0,003145 - 8,874
s 50 1,0 0,003096 - 8,517
6. . .55 1,5 0,003049... . - 8,112
7 &0 2,2 0, 003005 — 7.729
8 &5 2.8 0,002959 - 7,488
9 70 3.6 0,002915 ~- 7,236
10 75 4.8 0,002874 - 6,949
11 30 6.2 0,002833 - 6,693
12 as 7,0 0,002793 - 6,571
3 90 8,0 0,002755 - 6,438
14 95 11,7 0,002717 - 6,05
15 100 14,0 Q,002681 - 5.878
EQ = 1,181 * 0,035 eV
= - G,995
Data dioda Silikon tipe IN 4007 (V = 0,450 volt)
No. T% I (200uA) 1/7T K 1n I
L 30 0,3 0, 003300 - 9,721
.2 5 0,5 0,003247 - 9,210
3 40 0.8 0.003195 —- 8.740G
4 45 1,0 0,003145 - 8,517
5 50 1.6 0,003096 - 8,047
& 55 2.5 0,003049 - 7.601
7 60 3,3 0,003003 — 7,323
g &5 54,0 0,002959. - 7.131
g 70 9,0 0,00291% - 6,908
10 75 6,4 0,002874 — 6,661
11 - 80 8.6 0, 002835 — 6,365
12 a5 11.1 0,002793 - 6,110
13 0 i5.8 0,002755 - 5,892
14 95 16,4 0,002717 - 5,720
15 100 29,4 0.002681 - 3,852
Eg = 1.181 % 0,082 eV
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2.(A) Data dicda Silikon tipe 1IN 4008 (V = 0,450 volt)
No. T°C I (200 uA) L/T K In I
i 30 0,3 0,003300 9,721
2 35 0,5 0,003247 9,210
= 80 0,7 0,003195 8.814
4 45 1,1 0,003145 8,422
5 50 1,5 0,003098 8,112
b .. 55.. 2,9 .0 ,003049 7,452 ). .
7 60 3.3 0,003003 7.323
8 &5 4,3 0,002959 7 . 059
9 70 6,0 0,002915 &£,725
10 75 8,4 0,002874 6,389
11 80 10,4 0,002833 65,175
12 85 11,1 0,002793 5,110
13 0 12,9 0,002755 5,960
14 95 15,9 0,002717 5,751
15 100 19,6 0,002681 5,542
Eg = 1,157 % 0,043 eV
ro= - 0,991
F.{B)} Data dioda Silikon tipe 1IN 4008 (V = 0,430 volt)
No. T°%¢C I (200 pA)d 1/7 K in I
1 30 0,3 0,003300 9,721
2 35 Q0,6 0,003247 9,028
3 40 0,9 0,003195% 8,623
4 45 .1 0,003145 8,422
5 S0 1,9 0,003096 7.875
6 55 2,6 0,003049 7 .562
7 &0 3.8 0,003003 7,182
g &5 5,3 0,002959 6,849
9 70 7.2 0,002915 6,543
10 75 9,4 0,002874 6,276
11 - 80 10,8 0,002833 6,138
12 as 12,9 0,002793 5,960
13 90 15,9 0,002755 5,751
14 95 17,3 0,002717 5,666
15 100 19,0 0,002681 5,573
Eg = 1,156 * 0,048 eV

- 0,989
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9.(C) Data dioda Silikon tipe 1N 4008 (V = 0,450 volt)

No. % I (200 uA) 1/7 K 1n I
1 30 0,3 0,003300 - 9,721
2 35 0,6 0,003247 - 9,028
3 40 0,8 0,003195 ~ 8,750
. a B S Q,003145 - 8,235
5 50 1,6 0,003096 - 8,047
6 55 2,7 0,003049 . - 7,524
7 &0 4,4 0,003003 - 7,036
8 65 5,3 0,002959 - &,849
9 70 6,6 0,002915 — £,530
10 75 9,3 0,002874 - 6,287
11 80 11,9 0.002833 - 6,081
12 85 13,3 0.,002793 - 5,929
13 90 15,8 0,002755 ~- 5,757
14 95 20,7 0,002717 - 5,487
15 100 25,5 0,002681 - 5,279

E, = 1,200 % 0,040 eV

r = - 0,993

16.(A) Data dioda Bermanium tipe AMS 111 (V = 0,252 volt)

No. T°%C I (200 uA) 1/7T K in I
1 30 7.5 0,003300 - 6,502
2 35 10,2 0,003247 - 6,195
3 40 13,6 0,003195 - 5,907
4 45 18,7 0,003145 - 5,589
- 5 50 . 23,8 0,003096 - 5,347
& 55 28,2 0,003049. - 5,178
7 &0 36,5 0 ,003003 - 4,920
8 &5 39.2 0,002959 - 4,848
-9 70 - 41,3 . 0,002915 - 4,796
10 75 53,8 0,002874 - 4,738

E = 0,737 % 0,054 eV

[Tn]

r o= - 0,979




10.(B) Data dipda Bermanium tipe AMS 111 (V = 0,252 volt)

[~

No. 1% I (200 uh) /T K in I
1 3 7.4 0,003300 - 6,516
2 35 9.8 0,003247 - 6,234
3 40 12.8 0,003195 - 5,968
4 55 18,1 0,003145 - 5,621
& 55 29,1 0,003049 - 5,186
7 &0 37,2 0,003003 - 4,901
8 &5 39,5 0,002959 - 4,841
9 70 42,1 0,002915 =~ - 8,777
10 75 43,9 0.,002874 - 4,735

E, = 0.76L % 0,081 eV

r = - 0,978

10.(C) Data dioda Germanium tipe AMS 111 (V = 0,252 volt)

No. T°c I (200 pf) 1/T K In I
L 30 7.7 0,003300 ~ 8,476
2 35 10,1 0,003247 - 6,205
3 40 12,9 0,003195 - 5,960
4 45 17,8 0,003145 - 5,638
5 50 22,4 0,003096 - 5,408
& 55 26,3 0,003049 - 5,248
7 &0 35,6 0,003003 - 4,945
8 65 38,3 0,002959 - 4,872
9 70 41,2 0,002915 ~ 4,799

10 75 43,5 = ©,002874 -.4,744

E, = ©,737 £ 0,005 eV :

r = - 0,988
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11.{A)} Data dioda Germanium tipe 1N 4148 (V = 0,252 volt)

No. % I (200 uA) 1/7 ¥ 1n I
1 30 6,7 Q,003300 - 6,615
2 35 8,3 0,003247 —- 6,401
3 . 80, 11,5 . . 0,003193 - 6,075
4 45 15,3 0,003145 = 5,789
5 50 19,7 Q, 003096 - 5,537
6 55 25,3 0,003049 - 5,286
7 60 29,6 0 ,003003 - 5,129
a &5 35,3 0,002959 ~ 4,953
9 70 39,1 0.002915 ~- 4,851
10 75 43,3 0,002874 - 4,749

Ey = 0,787 £ 0,036 eV

ro= - 0,991

11.(B)Y Data dioda Germanium tipe 1IN 4148 (v = 0,252 volt)

No. % I (200 uf) 1/7 ¥ in I
1 30 7.1 0,003300 - 6,997
2 35 10,7 0,003247 - 6,147
3 40 13,2 0,003195 - 5,937
4 45 17,2 0,003145% - 5,672
5 50 20,9 0,003096 - 5,477
& 55 23,4 0,003049 - 5,327
7 &0 29,6 0,003003 - 5,129
g 65 35,2 G,002959 = - 4,956
9 70 38,3 . 0,002915 - 4,872

i0 75 51,9 0,002874 - 4,782

Eg = 0,701 * 0,037 eV

r = - 0,989




75

"11.{C) Data dioda Germanium tipe 1N 4148 (VY = 0,252 volt)

No. 7% 1 (200 uf) 1/7 K in I
1 30 6.8 0,003300 — 6,600
-2 .35 - 9,7 - 0.003247. . - 6,245
3 40 13,2 0,00319S - 5,937
3 45 15,2 0,003145 - 5,796
5 50 19,3 0, 003096 - 5,557
& 55 23,2 0,003049 - 5,373
7 60 28,7 0,003003 ~ 5,160
g &5 %3,2 0,002959 - 5,015
? 70 36,2 0,.002915 - 4,928
10 7S 39.8 0,002874 - 4,333
E, = 0.706 £ 0,037 ev
r = - 0,990

i2.{A) Data dioda Bermanium tipe OA 70 (V = 0,252 volt)
NoO. T°c 1 (200 uA) 1/7 K in I
1 30 6.8 0,003300 - 6,600
2 35 8,7 0,003247 - 6,394
3 40 12,2 0,00319% — 5,016
4 45 16,8 0,0035145 ~- 5,696
5 50 21,2 0,003096 — 5,463
& 55 28,7 0,003049 - 5,160
7 &0 35,4 0, 003003 - 4,945
8 &5 39,2 0,002959 - 4,848
.9 70 . 42,3 . 0,00291% . - 4,772
10 75 - 44,5 0,002874 - §,722
- E = 0,700 % 0,005 eV

r = - 0,988
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- 0,983

Data dicda Sermanium tipe 08 70 (VY = volt)
No . T 1 (200 pA) /T K in I
1 IO 0, 003300 6,371
2 33 Q,003247 6,276
= 40 0,003195 5,871
4 33 Q003145 -5 4989
5 50 1, 003096 5,364
& a2 1 ,003049 5,199
7 &0 O Q03003 5,000
8 &5 0 ,002959 4.382
Q 70 0.002915 4,823
iG 75 Q,002874 4,779
0,735 *
- 0,974
Data diocda Germanium tipe 0A 70 (V = voltl
7% I (200 uA) /T K in I
1 30 7.1 Q003300 6,957
2 3% 2,6 0,.003247 &,255
3 40 13,9 0,003195 5,88%
4 235 17.2 0,00314%5 S.672
b S0 20,8 0 ,0030%6 5,482
& 55 24,2 Q,003049 5,331
7 &0 28,1 Q, 003003 5,181
8 65 3342 0,002959 53,015
g 70 0,002915 4,86Y%
10 75 Q,.002874 4,801
0,808 & 0,054 eV
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THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 1 -

( 1.232E+01) + (-6.774E+03)*X
THE VARIANCE - 1.632E-02

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 2 -

( 1.225E+01) + (~-6.8B71E+03)*X
THE VARIANCE - 3.544E-02

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 3 -

{ 1.257E+01) + (-6.877E+03)*X
THE VARIANCE - 1.433E-02
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GRAFIX PENGURURAN ENERGI GAP PADA DIODA IN 4881
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( 9.77BE+00) + (-6.093E+03)*X
THE VARIANCE - 1.927E-03
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THE VARIANCE - 4.384E-03
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( 1.122E+01) + (-6.665E+03)%X
THE VARIANCE - 4.029E-03

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 2 -

( 1.322E+01) + (-7.02BE+03)*X:
THE VARIANCE - ©5.8637E-02

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 3 -

( 1.14BE+01) + (-6.553E+03)*X
THE VARIANCE - 2.940E-02
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GRAFIK PENGUXURAN EMERGI GAP PADA DIODA IN 4883
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( 1.160E+01) + (-B.581E+03)%X
THE VARIANCE - 2.163E-02

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 3 -

( 1.181E+01) + (-6.733E+03)*X
THE VARIANCE - 3.733E-03
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( 1.0BBE+01) + (-6.430E+03)*X
THE VARIANCE - 5.390E-03

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 2.—

( L.127E+01) + (-6.637E+03)*X
THE VARIANCE - 2.729E-02

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 3 -

( 1.048E+01) + (-8.255E+03)*X
THE VARIANCE - 6.162E-02




GRAFIX PENGUKIRAN ENERGI GAP PaDA DIODA IN 4085
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THE VARIANCE - 1.8B14E-02
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{ 1.214E+01) + (-8.962E+03)*X !
THE VARIANCE -~ 2.2253E-02

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 3 -

( 1.148E+01) + (-6.553E+03)*X
THE VARIANCE - 2.940E-02
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CRAFIK PENGUKURAN ENERGI GAP PADA DIODA 1N 4086
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2.017E-02

' (
THE VARIANCE -~

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 3 -

( 1.277E+01) + (—-86.951E+03)*X
THE VARIANCE - 6.328E-03
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GRAFIX PENGUKIRAN EMERGI GAP PADA DIODA 1IN 4887
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( 1.142E+01) + (-86.593E+03)*X
THE VARIANCE - 3.0BOE-0Zz

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 2 -

( 1.192E+01) + (-6.843E+03)*X
THE VARIANCE - 1.648E-02

THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 3 -

( 1.170E+01) + (-6.617E+03)*X
THE VARIANCE -~ 1.399E-02
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THE REGRESSION POLYNOMIAL OF LINE 2 -
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THE VARTANCE -

6.176E-03

87





